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概要 

In-Ga-Zn-O(IGZO)に代表される非結晶酸化物半導体を活性層とした薄膜トランジスタ(TFT)は、

高い電界効果移動度、急峻な立ち上がり特性など、優れた電気的特性を示す[1]。また、低温プロ

セスでの作製が可能であり、非結晶であるため均一性も高いためフレキシブルデバイスへの応用

も期待されている。我々は希少金属であるインジウムを含まない Ga-Sn-O(GTO) TFT を提案し、

IGZO と同等な電気的特性を得ることに成功している[2]。本研究では、トランジスタとメモリを

搭載した多機能フレキシブルデバイスを目指し、フレキシブル基板でのメモリ作製を行った。ま

た、GTO 薄膜のメモリ特性の解析、特に電極サイズ依存性について研究を行った。 

 

素子作製条件とメモリ特性 

今回作製した素子の概略図を図 1 (a)に示す。PEN基板とし、下部電極であるアルミニウムを熱

蒸着法で 50 nm 成膜を行った。次に抵抗変化層として GTO 薄膜を酸化ガリウムと酸化スズを

Ga:Sn=1:3で混合した 2インチの焼結セラミックターゲットを使用し RFマグネトロンスパッタリ

ングを用いて成膜した。成膜条件は成膜時間 3 min、投入電力 60 W、ガス流量比 Ar/O2=20/1 sccm

である。最後に、上部電極として下部電極と同様にアルミニウムの成膜を行った。図 1 (b)に GTO

薄膜の電圧－電流密度を示す。図 1 (b)から素子全体に電流が流れていることと考えられる。より

詳細な GTO薄膜のメモリ特性、及び解析は当日にて詳細に報告する。 

 

図 1 (a) 素子の概略図 (b) 素子の電圧－電流密度 
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